STRESZCZENIE

Od wynalezienia w 1947 r. tranzystora bipolarnego rozpoczyna sie epoka burzliwego
rozwoju elektroniki pétprzewodnikowej. Rozwojowi technologii CMOS towarzysza
narastajgce problemy dotyczace gestosci wydzielanej mocy, trudnosciami z wytwarzaniem
izolatorow bramkowych i zwigzanymi z nimi pragdami uptywu. Dlatego zwracajg na siebie
uwage rozwigzania alternatywne w tym mozliwos¢ powrotu do technologii bipolarnej. Jednym
z alternatywnych rozwigzan jest zaproponowana przez W. Matego technologia VESTIC (ang.
Vertical Slit Transistor based Integrated Circuit), ktéra umozliwia wytwarzanie, zaréwno
przyrzadoéw bipolarnych, jak i polowych.

Praca skupia sie na omdwieniu tranzystora bipolarnego VES-BJT (ang. Vertical Slit

Bipolar Junction Transistor) z uwzglednieniem podstaw teoretycznych, opisu struktury,
symulacji numerycznych oraz wynikéw pomiaréw prototypowych struktur.

Celem niniejszej pracy jest analiza mozliwosci realizacji tranzystora bipolarnego w
technologii VESTIC oraz opis jego wtasciwosci i metod ich modelowania, ze szczegbélnym
uwzglednieniem roli polikrystalicznego krzemu w jego budowie. Przedstawiono sposéb
adaptacji modeli powszechnie stosowanych w przemysle do nietypowej konstrukgji
tranzystora, korzystajgc z niewielkiej liczby dodatkowych parametréw. Jednoczesnie dzieki
symetrii struktury mozliwe byto ogdlne ograniczenie liczby parametréw modelu.
Przeprowadzone badania potwierdzajg, Ze mozna uzyskac dziatajgce struktury
tranzystoréw bipolarnych w technologii VESTIC. Struktury te potencjalnie mogg by¢
kompatybilne z innymi strukturami, takimi jak tranzystory polowe VES-JFET albo VESFET,
jest to jednak obarczone kompromisem zwigzanym ze stosowanymi poziomami
domieszkowania.

Opisano prototypowy tranzystor VES-BJT, ktdry jest w petni dziatajgcym tranzystorem
bipolarnym, co juz samo w sobie jest duzym sukcesem. Udato sie potwierdzi¢, ze mozliwe jest
uzyskanie tranzystorow bipolarnych o wymiarach poréwnywalnych z analogicznymi
strukturami polowymi VESFET.

Technologia VESTIC moze stanowic atrakcyjng alternatywe dla wspdtczesnych
zaawansowanych konstrukcji opartych na uktadach CMOS.
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